


























































































































































































０ ｓｏ 4０ 5０ ｓｏ 7０ 8０
2０（Deqree）
Figpl歴ZXRDspectrafbrSiCfihspIeparcdwiUldiflerentfeedgases．
AsshownmFig2,removmgofhydrogenfiDmfbedgases,(｡),changesthestructure
fiPompoly-SiCtoamorphousstructurewithmostgraphitephaselnthepresentwork,tlle
effbctsofhydrogenandfluorineladicalsmthedepositionofSiCfilmscanbe
summarizedasfbllow；
－IMrogenlndicalsasanefIbctiveetchantfbrcarbonatomsarenecessaryfbr
crystallizationofSiCfilms
-ParticularamountoffluorineradicalsasaneffbctiveetchantfbrSiatomscan
increasetheclystallmityofpoly-SiCfilmsbyetchmgofundesirablebondsand
enhancementinSiCbondfbnnation
-Fluormeradicalsinthefillnswithmajorityofgraphitestructure，increase
disorderi､ｇｏftllestructuremthecarbonphase．
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AmixtureofhydrogenandfluorineradicalsWasrecognizedasaneffective
plasnlaenvilonmentfbrremovmgofsiliconandcarbonclustersandgood
eslablishmgofSiCclusters・
ThefeedgaseSwitllouthydrogen，changelesidualstressfiPomtensilestressm
poly-SiCfilmstocompressivestressinC-IichamolphousSiCfilms・F1uorine
ladicalsadditionindependentonhydrogen，、creasestllecolnpressivestressi、
botllpolyandalnoIphousSiCfilms、
F1uormeradicalsaremoreeffectivetllanhydrogenradicalsinthechangeof
surfaceroughnessmSiCfilms，however，theseradicalsshowtwoopposite
behaviorontllecontlolofrouglmessintlleabsentandexistenceofhydrogen
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学位論文審査結果の要旨
平成１８年１月３１曰に第１回学位論文審査委員会を開催し、提出された学位論文および関係資料につい
て検討を加え、平成１８年２月２曰の口頭発表、その後の第２回学位論文審査委員会において協議の結果、
以下の通り判定した。
本論文は、プラズマ化学気相堆積法を用いて作製した多結晶Siおよび多結晶SiC薄膜において、原料ガ
スへの水素およびフッ化物ガス添加が薄膜の微視的構造に与える効果を論じたものである。多結晶Si薄膜
の作製においては､通常の原料ガスであるSiH4にＨ２及びSiF4を添加し結晶性の変化を研究した。その結果、
フッ素の添加は結晶化を促進し結晶粒の優先配向させることを明らかにした。また、プラズマ中の水素ラジ
カルが結晶核形成および結晶粒成長に影響し、フッ素ラジカルはむしろ結晶粒界の構造に影響を与えること
が示唆された。多結晶SiC薄膜の作製においては、原料ガスにSiF4またはCF4が添加され、水素希釈効果
との比較研究がなされた。その結果、水素希釈は膜中のグラフアイト相生成を抑制するために必須であるこ
と、さらに適量のフッ素ラジカルがプラスマ中に存在すると結晶性が向上することを明らかにした。これら
の結果の解析により、フッ素ラジカルは水素ラジカルと協調し、膜中の同種結合の形成を抑制しSi-C結合
の形成を促進させることが示された。これらの研究成果は、Ｓｉ系多結晶半尊体薄膜の低温堆積技術において
重要な知見を与えるものであり、本論文は博士（学術）に値するものと判定した｡
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